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Michael Hakl se ve své praci vénoval celé fad¢ problémti a méfeni, které svym rozsahem
pfesahuji ramec ocekavany u bakalarské prace. Ziskané vysledky a jejich zpracovani svédci o
zna¢ném nasazeni autora. Pfestoze zadani prace je spiSe v obecné roving stru¢né anotace, autor se
ho snazil splnit v maximalni mife. Prace se zabyva aktualnim tématem a pokud bude pan Hakl
pokracovat ve zvolené problematice 1 v ramci diplomové prace, ziskal jiz velmi kvalitni pfipravu.

Prace je psana anglicky, pomérné s lehkosti, ale zfejmée v disledku obvyklé ¢asové tisné
nedoslo na jazykovou korekturu. Zminim zde pouze velké mnozstvi chybéjicich urcitych a
neurcitych ¢lend a pomérné Casty vyskyt nespravného uziti ptivlastiiovaciho padu napt. ,film’s
surface®. Pokud se jedna o terminologii, misto terminu ,,volt-ampere characteristic* se pouziva
»current voltage...*

Po grafické strance je provedeni prace na vysoké urovni, pouze v nékterych ptipadech je
pozice obrazkii vici toku textu ,,0pozdéna“. Autor se v praci pomérn¢ obsahle vénuje modelovani
elektrickych vlastnosti zkoumané struktury metodou konec¢nych prvki a ditkladné rozebird mozné
situace pii méfeni. Ocenuji jeho pfistup 1 formu prezentace vysledk.

S ohledem na provadénd méteni vodivosti a diskusi se autor v ivodu mohl zminit vedle
modelu pasové struktury monokrystalické formy polovodice alespoi struéné o struktufe amorfni
formy.

Ptes uvedené nedostatky a nékterd nepiesna ¢i zjednodusena tvrzeni, kterd maji vétSinou
ptuvod v autorové nezkusSenosti a objektivné dosazeném stupni vzdélani, povazuji praci za velmi
zdatilou. Prace ptinasi fadu vysledkt dilezitych pro experimentalni studium elektrickych
vlastnosti struktur s mikrokrystalickymi zrny v matrici z amorfniho kiemiku.

Pripadné otazky pri obhajobé a naméty do diskuze:

(1) Co mini autor tvrzenim na str. 12:

...“another minima, in directions [100] and in distance Snm, ...”

(2) Ke kapitole 5.2:

- Opravdu lze vrstvé SiO; o tloust’ce 1-2 nm ptisoudit elektrickou vodivost objemového oxidu?

- Fowlertiv-Nordheimtv vztah vyjadiuje proud elektronl tunelujicich z povrchu vodice v
disledku zahnuti potencidlové bariéry zptisobeného velkou intenzitou elektrického pole (napf.
autoemise z ostrého hrotu). Odpovida to vasemu planarnimu ptipadu? (ve vztahu 5.3 chybi druha
mocnina elektrické intenzity V/doy)

Praci

doporucuji

U nedoporucuji

uznat jako bakalatskou.
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